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RESUMEN 

En este trabajo se prepararon películas delgadas de CdS impurificadas con Mg a diferentes temperaturas para 
evaluar su uso como capas ventana en celdas solares de segunda generación.  La preparación de las películas se 
hizo por el método del baño químico. Se prepararon películas de CdS a diferentes tiempos para estudiar la cinética 
de crecimiento  para posteriormente obtener capas de espesor controlado. Se analizaron las propiedades físicas de 
las películas tales como parámetro de red, tamaño de cristalita y estructura cristalina por difracción de rayos X, su 
composición por espectroscopia de fotoemisión y se estudió su morfología por microscopia de fuerzas atómicas. 
A partir de los espectros de transmitancia en el rango visible se calculó el ancho de banda prohibida. Se observó 
que el ancho de banda prohibida de las películas crecidas a menor temperatura se reduce conforme se incremente 
el contenido de MgCl2 añadido al baño, mientras que para la temperatura mas alta el gap alcanza un valor 
minimo. Se observó un comportamiento en el parámetro de la red que evidencia que se ha incorporado Mg a las 
películas de CdS. Por difracción de rayos X se observo que las muestras presentan principalmente la fase 
hexagonal y no se observó la formación de fases de Mg. Se observaron corrimientos en los picos de difracción de 
las películas crecidas a mayor temperatura lo que sugiere incorporación sustitucional del Mg en la red del CdS.  
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